
 
Fig.1 X-ray topography image of the HPHT crystal [-220] and [-2-20] diffraction 
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【はじめに】 

ダイヤモンドはワイドギャップ半導体であり、次世

代パワー半導体材料として注目されているが、結晶

中の欠陥はデバイスのリーク電流の発生や耐電圧

の 低 下 に 繋が り 、そ の低 減 化 が課題 で あ る 。

Tamasaku らは高温高圧（HPHT）成長 IIa タイプ単

結晶試料で、Kato らは CVD 成長単結晶試料の報

告を行っている[1,2]。また、Sumiya らがほとんど欠

陥のない HPHT 結晶を報告している[3]。本研究で

はシンクロトロン光を用いた X 線トポグラフィー観察

を行い、HPHT 合成結晶の欠陥の導入メカニズムを

明らかにしたので報告する。 

【実験結果】 

 観察したダイヤモンド試料は、HPHT 法により成長

した高純度タイプⅡa 型単結晶から切り出し、研磨

加工した板状結晶(不純物<0.1 ppm. 5.4×5.3×0.7 

mm3 (001)面方位)である。ここでは(001)セクター内

に結晶欠陥が観察される結晶を用いた。X 線トポグ

ラフィー観察は九州シンクロトロン光研究センター

(SAGA-LS)のビームライン BL09A で行った。本研究

では、透過配置で、X 線エネルギー14.6 keV（波長

0.85 Å）で、 [±2±20]の等価の 4 つの回折面で観

察を行った。 

【結果と考察】 

 図 1 に[-220]と[-2-20]回折の X 線トポグラフィー

像を示す。図(a)の g1=[-220]では転位は中心近くか

ら横方向に分布し、図(b)の g2=[-2-20]では中心付

近から縦方向に分布していることがわかる。バーガ

ーズベクトル b と g ベクトルが b・g=0 のとき転位が消

滅することから、図(a)で観察され、図(b)で消滅する

転位は b=a/2[-110]で、図(b)で観察され、図(a)で消

滅する転位は b=a/2[-1-10]と求められた。いずれ

の転位も、b と転位線の方向 t の関係性から、刃状

転位と同定した。 

【まとめ】 

高温高圧合成ダイヤモンド単結晶をシンクロトロ

ン放射光 X 線トポグラフィー観察し、転位が刃状転

位であることがわかった。 
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